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40㎛의 실리콘 파우더를 원료로 하여 비이송식 열플라즈마 시스템에서 실리콘 나노 물질을 

제조하였다. 플라즈마 생성 입력전력과 발생가스의 유량이 주요 변수로 적용되었다. 플라즈

마의 온도에 크게 영향을 미치는 입력전력과 속도에 영향을 미치는 플라즈마 발생가스의 유

량이 변화함에 따라 생성된 실리콘 나노물질의 형상이 변화함을 관찰하였다. 운전조건에 따

라서 실리콘 나노 입자와 나노 와이어가 생성되었으며, 그 입자 크기가 조절되었다. 

13 kW의 비교적 높은 입력전력에서 제조된 실리콘은 완전히 기화하여 구형의 실리콘 나노 

입자를 형성하였다. 하지만 11 kW의 비교적 낮은 입력 전력에 의해 제조된 실리콘의 경우, 

일반 금속에 비하여 낮은 열전도도를 갖는 실리콘 원료가 완전히 기화하지 못하고 액적상태

에서 플라즈마 제트의 고속에 의하여 축방향으로 늘어짐에 따라 나노 와이어와 나노 입자가 

혼재되어 생성됨을 확인하였다. 이러한 나노 와이어의 생성은, 플라즈마 발생가스의 유량

을 감소시킴에 따라 플라즈마 제트의 속도감소로 인하여 고온영역에서의 입자 체류시간이 

증가함에 따라 나노 와이어의 입경이 증가되고, 합성된 실리콘 나노 입자는 플라즈마 입력 

전력이 증가됨에 따라, 플라즈마 고온영역에서의 체류시간의 증가와 함께 입자 크기가 증가

하였다.


